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d@% Exercice E1.1: donnée .(lfl!

@ FEDERALE DE LAUSANNE

Des questions de réflexion sont en fin de chaque script. Elles couvrent
les notions fondamentales de chaque chapitre et vous aident a préparer

I’examen oral final.

Répondez aux questions 1.1, 1.2 et 1.5

1.1 | Qu’appelle-t-on la relation de dispersion d’une particule ? Exprimez-la pour une particule dans
le vide. Comment peut-on déterminer graphiquement la vitesse de groupe et la masse effective
de la particule a partir de cette relation ?

1.2 | Considérez un atome « A » avec trois €lectrons sur deux niveaux d’énergie. Dessinez le
schéma d’énergie de la cellule « AA » contenant deux atomes « A ». Expliquez la formation de
bandes dans un monocristal base sur cette cellule « AA ».

1.5 | A I’aide du schéma d’énergie, expliquez 1’absorption optique dans un gaz et dans un semi-
conducteur monocristallin.
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Relation de dispersion £COLE FONVTECHNIUS
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Relation de dispersion £COLE FONTECHNIGUS

Modele «particule»

Relation de I’énergie d’un ¢lectron dans le vide:

Modele «onde»

Relation de dispersion d’un ¢lectron dans le vide:
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Ex. 1.1: Relation de dispersion dans le vide  icou roureeimiau:
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Ex. 1.2: Atome « L1 » et molécule « L1, » ECOLE POLYTECHNIQUE
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Anti-liant
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Formation de molécules
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ECOLE POLYTECHNIQUE
FEDERALE DE LAUSANNE

Li

Molécule H,
H, H, Hy
- \ OM;
13, —I—tr: ":.r—:— 15y

¥

L OM,

H, stable car
¢nergie plus petite

Molécule He,

' P

e
1

4~ He

He,, —H

|,

He, instable car
energie ¢gale

18% rrrrrrrrrrr %%" """"" % 1S IIlCI'te

(le Li métallique est encore plus stable !)

Molécule Li,

e W

Li, Li
- 7, ® . g
. - Anti-liant

Voot Liant

Li, stable car
energie plus petite

Chimie générale, Steven S. Zumdahl, Jean-Marie Gagnon, Maurice Rouleau, De Boeck Université
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8 ¢lectrons par atome

Exemple molécule O2
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ECOLE POLYTECHNIQUE
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Diagramme_d'orbitales_moléculaires
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Réseaux a différentes dimensions

Molécule d’hydrogene
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Formation de bandes dans Silicium
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Graphene: atomes de carbone en nid d’abeilles o rovcimiou:
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carbon nanotubes
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> ol graphene (2004)

Christian Riedl, «Epitaxial Graphene on Silicon Carbide Surfaces: Growth, Characterization, Doping and
Hydrogen Intercalation», PhD thesis 2010, Friedrich-Alexander-Universitdt Erlangen-Niirnberg
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Ex. 1.3: G r L
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Ex. 1.3: Absorption dans un gas fCoLt ponvTECHNIQUT
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Spectre de I’hydrogene
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Spectre d’émission de différents gaz £COLE POLYTECHNIQUS
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http://scisyn.com/umuc/astro/ASTR 100Notes/spectra-examples.html
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Absorption dans un semi-conducteur ECOLE POLTECHNIQUL
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Mesure du bandgap: absorption optique ECOLE POITECHNIQUE
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